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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Целью  преподавания  дисциплины  является  изучение  студентами  элементной  базы,1.
применяемой  в  многоканальных  телекоммуникационных  системах,  телевизионной,
радиорелейной,  тропосферной,  космической  и  радиолокационной  связи.

1.2. Задачи дисциплины

Изучение принципов действия,  характеристик,  параметров и особенностей устройства1.
важнейших полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов, используемых
в аудиовизуальной технике. К их числу относятся диоды, биполярных и полевые транзисторы,
приборы  с  отрицательной  дифференциальной  проводимостью,  оптоэлектронные  и
электровакуумные приборы, элементы интегральных схем и основы технологии их производства.

Изучение главных элементов цифровой и аналоговой схемотехники,  выполненных на2.
основе полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Обязательная часть.
Модуль дисциплин: Модуль направления подготовки (spicial hard skills - SHS).
Индекс дисциплины: Б1.О.03.03.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен
использовать
положения, законы и
методы естественных
наук и математики для
решения задач
инженерной
деятельности

ОПК-1.1. Знает фундаментальные законы естественных наук и
математики

ОПК-1.2. Умеет анализировать проблемы, процессы и явления в области
физики, использовать на практике базовые знания и методы физических
исследований, а также умеет применять методы решения
математических задач в профессиональной области

ОПК-1.3. Владеет практическими навыками решения инженерных задач

Профессиональные компетенции
ПК-3. Способен
исследовать и
эксплуатировать
радиоэлектронные
средства и технологии,
обеспечивающие
передачу, обработку и
прием информации по
сетям связи различного
назначения

ПК-3.1. Знает методы исследования радиоэлектронных средств и
технологий передачи, обработки и приема информации

ПК-3.2. Умеет эксплуатировать радиоэлектронные средства в
соответствии с инструкциями и типовыми методиками работы

ПК-3.3. Владеет навыками проведения исследований характеристик
радиоэлектронных средств и технологий
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4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
3 семестр

1 Введение в физику полупроводников.
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-
полупроводник, гетеропереход).
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими p-n переходами и её
статические характеристики.
4 Физические процессы в структуре металл- диэлектрик-полупроводник и её статические
характеристики.
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего p-n перехода.
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.
7 Логические элементы И, ИЛИ, НЕ. Основные характеристики и параметры логических
элементов.
8 Особенности работы биполярных и полевых транзисторов в ключевых режимах и логических
схемах
9 Математическое описание моделей полупроводниковых приборов


